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SiCの熱分解により成長するグラフェンの特徴は、ウェハースケールの単一方位グラフェンを、

絶縁性基板である SiC 上に直接形成できる点にある。そのため、エレクトロニクス応用に適して

いるとされ、多くの研究がなされてきた。本発表では、グラフェンのノーベル賞の 2010 年前後か

ら現在までの、SiC 上グラフェン研究の進展と、現在の状況および今後の展望について述べる。 

2004 年に米国ジョージア工科大学の Walter de Heer 教授が、SiC 上グラフェンにおける 2 次元電

子物性を報告[1]して以来、多数の報告が行われてきた。当初は、SiC 上グラフェンをエピタキシ

ャルグラフェンと呼んでいたが、他の基板上にエピタキシャル成長したグラフェンと区別するた

め、現在ではエピグラフェンと呼ばれている。グラフェン成長に関しては、2009 年頃の Ar 雰囲

気中での均一な成長[2]に加えて、2011 年の SiC上への CVD成長[3]、2016 年にはポリマーアシス

ト成長[4]など、高品質な成長の手法が報告されてきた。グラフェンの電子状態や物性を制御する

手法としては、2009 年の水素インターカレーション[5]を始めとする様々な元素のインターカレー

ション、2014 年のグラフェンナノリボンによるバリスティック伝導[6]などの報告がある。グラフ

ェンの利用については、300GHz の高周波トランジスタ[7]、ウェハースケールグラフェン転写[8]

などが特筆すべき結果である。日本の研究者の取り組みとしては、低エネルギー電子顕微鏡によ

る層数分布観察[9]、透過型電子顕微鏡による界面構造観察[10]、SiC表面ナノファセット上へのグ

ラフェンナノリボン成長[11]などがある。最近では、グラフェン/SiC 界面を利用した新物質の作製

[12]や、グラフェンを利用したリモートエピタキシー[13]などが報告され、新たな展開を見せてい

る。本発表では、SiC 上エピグラフェンに関する最近の国際的な動きについても報告する。 
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